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[緒言] 有機トランジスタの実用化に向けて、より高移動度を有する

有機半導体材料の開発が望まれている。当研究室では、BTBT 分子が

2つ縮環した構造を持つ BBTNDT (Fig. 1, R = H)の多結晶膜を用いて

5.6 cm
2
/Vsという高い移動度を示すことを報告した 1。 

本研究では、高移動度および高耐熱性を有する半導体材料を開発するべく、BBTNDTにフェニ

ル基 (R = Ph)やヘキシル基 (R = C6H13)など置換基を導入した誘導体 (DPh-BBTNDT および C6- 

BBTNDT)を合成し、それらの基礎物性およびデバイス特性について調査した。加えて、XRD や

AFM測定を行い、薄膜中における固体構造やモルフォロジーについても評価したので報告する。 

[実験と結果] OFET の評価については、ODTS または

OTS で表面処理した Si/SiO2基板上に、BBTNDT 誘導

体を真空蒸着し、トップコンタクト・ボトムゲート構

造の素子を作製して行った。その結果、DPh-BBTNDT 

(Fig. 2)および C6-BBTNDT を用いたデバイスの最大移

動度はそれぞれ 7.0 および 1.8 cm
2
/Vs であった。DPh- 

BBTNDT の値は、Si/SiO2 基板上の多結晶膜を用いた

OFET デバイスの中では最高クラスの移動度である。 

さらに、BBTNDT誘導体を用いたデバイスについて 

耐熱性試験を行った。試験方法は次の通りである。 

① デバイスを大気下で 100℃30分加熱し、特性評価を行った。 

② 同一デバイスを用いて①の操作を、加熱温度を 150、200、250、300℃に変更して行った。 

その結果、DPh-BBTNDT を用いたデバイスは、わずかな Vth シフトは見られたものの、300℃

まで熱処理した後でも大きな移動度の変化は見られず、オンオフ比も 10
7 以上を保持し高耐熱性

を示した。これに対し、無置換 BBTNDT や C6-BBTNDT を用いたデバイスには、熱処理により大

きな Vth シフトやオフ電流の増加が見られ、デバイス性能が大きく低下した。 

 以上の BBTNDT誘導体を用いたデバイス特性の結果については、化合物の電子物性や固体構造

の観点から議論する予定である。 

[参考文献] 1. T. Mori et al., J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 13900. 

Fig. 1. BBTNDT derivatives. 
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Fig. 2. Transfer curves of DPh-BBTNDT- 

based device on a Si/SiO2 substrate 

Vd = -60 V 
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